1. Plazmoninis jutiklis, turintis bent padėklą, lazeriu apdirbtą paviršiaus plotą minėtame padėkle ir metalo dangą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad lazeriu apdirbtas paviršiaus plotas yra pagamintas, veikiant trumpais lazerio impulsais taip, kad nedideliame gylyje sumažėtų medžiagos klampumas ir, veikiant tam pačiam impulsui, kuriuo buvo sumažintas medžiagos klampumas, arba vėliau į medžiagą kritusiam vienam ar daugiau impulsų, būtų suformuota savaime susidaranti, chaotiška nanostruktūra, kurios elementų matmenys yra mažesni nei 1 µm.

2. Jutiklis pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad jutiklio padėklo medžiaga yra amorfinė.

3 Jutiklis pagal vieną iš 1-2 punktų,  besiskiriantis tuo, kad jutiklio padėklo medžiagos pereinamoji temperatūra - kurioje prasideda medžiagos minkštėjimas - yra mažesnė nei 1000 oC, geriau mažesnė nei 600 oC.

4. Jutiklis pagal vieną iš 1-3 punktų,  besiskiriantis  tuo, kad padėklo medžiaga yra stiklas, geriausia - silikatinis stiklas.

5. Jutiklis pagal 4 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad padėklo medžiaga yra silikatinis stiklas arba švino stiklas arba borosilikatinis stiklas arba chalkogenidinis stiklas.

6. Jutiklis pagal vieną iš 1-5 punktų,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad minėtas padėklas yra mikroskopijoje naudojamas objektinis stikliukas arba dengiamasis stikliukas.

7. Plazmoninio jutiklio gamybos būdas, apimantis bent padėklo apdirbimą trumpais lazerio impulsais ir metalo dangos padengimą ant lazeriu apdirbtos srities,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad bent lazerio impulso trukmė ir energija yra parinkti taip, kad į medžiagos paviršių kritę vienas ar daugiau lazerio impulsų, perlydytų ploną medžiagos sluoksnį ir, lydalui sąveikaujant su bent vienu lazerio impulsu, susiformuotų chaotiškos savaime susidarančios nanostruktūros, kurių matmenys mažesni už 1 mikrometrą.

8. Būdas pagal 7 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad lazerio impulso trukmė yra nuo 100 fs iki 100 ps.

9. Būdas pagal vieną iš 7-8 punktų,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad impulso energija yra parinkta taip, kad padėklo paviršiui tenkantis lazerio energijos tankis šiek tiek viršytų padėklo paviršiaus abliacijos slenkstį.

10. Būdas pagal 9 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad apdirbamam padėklo paviršiui tenka vidutiniškai nuo 0,01 iki 0,05 J/cm2 vieno lazerio impulso energijos tankis.

11. Būdas pagal vieną iš 7-10 punktų,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad norimų matmenų nanostruktūra formuojama, parenkant skirtingą bangos ilgį ir/arba naudojant skirtingą paviršiaus apdirbimo aplinką, kur trumpesnio bangos ilgio lazerio spinduliuotė ir/arba didesnio lūžio rodiklio apdirbimo aplinka sąlygoja mažesnių matmenų nanostruktūros susidarymą, o ilgesnio bangos ilgio ir/arba didesnio lūžio rodiklio apdirbimo aplinka sąlygoja didesnių matmenų nanostruktūros susidarymą.

12. Būdas pagal vieną iš 7-11 punktų,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad metalo danga yra padengiama lazerinio dulkinimo būdu, kur dulkinimui naudojama to paties lazerio spinduliuotė, kuria formuojama ir nanostruktūra padėklo (1) paviršiuje.


